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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月9日(2012.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オプトエレクトロニクス半導体チップを製造する方法であって、
　Ａ）　少なくとも１種類のドーパントおよび少なくとも１種類の共ドーパントを有する
結合複合体を備えている少なくとも１層のドープされた機能層（７）、を有する半導体積
層体（２００）、を形成するステップであって、前記ドーパントおよび前記共ドーパント
のうち選択される一方が電子受容体であり、他方が電子供与体であり、前記少なくとも１
層のドープされた機能層（７）は２層のさらなる機能層の間に配置されている埋め込み層
である、ステップと、
　Ｂ）　エネルギを導入することにより前記結合複合体を切り離すことによって、前記ド
ーパントを活性化するステップであって、前記共ドーパントの少なくとも一部分が前記半
導体積層体（２００）内にとどまり、少なくとも一部分が前記ドーパントとの結合複合体
を形成しない、ステップと、
　を含んでいる、方法。
【請求項２】
　－　方法ステップＡにおいて、ドープされた前記機能層（７）が２層のさらなる機能層
（２，８）の間に配置されているように、前記半導体積層体（２００）を形成する、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　－　方法ステップＡにおいて、前記半導体積層体（２００）をウェハアセンブリにおい
て完成させ、その後に個片化する、
　請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　－　前記ドーパントがマグネシウムを備えており、前記共ドーパントが水素を備えてい
る、
　請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　－　方法ステップＢにおいて、ドープされた前記機能層（７）において電流を発生させ
ることによって前記エネルギを導入する、
　請求項１～４のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項６】
　－　前記電流が誘導によって無接触式に生成される、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　－　少なくとも１層のドープされた前記機能層（７）を外部の電流源（１２）に電気的
に接続することによって、前記電流を発生させる、
　請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　－　前記電流の発生に加えて、熱エネルギ（１３）を供給する、
　請求項５～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　－　前記熱エネルギ（１３）の少なくとも一部分が前記電流によって供給される、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　－　方法ステップＢにおいて、電磁放射（１５）を照射することによって前記エネルギ
を導入する、
　請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　－　前記電磁放射（１５）の少なくとも一部分が、ドープされた前記機能層（７）の吸
収波長に共鳴する、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　－　前記電磁放射（１５）の少なくとも一部分が、ドープされた前記機能層（７）の吸
収波長に共鳴しない、
　請求項１０または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　オプトエレクトロニクス半導体チップであって、少なくとも１種類のドーパントおよび
少なくとも１種類の共ドーパントを有する少なくとも１層のドープされた機能層（７）、
を有する半導体積層体（２００）を備えており、
　－　前記少なくとも１層のドープされた機能層（７）は、２層のさらなる機能層の間に
配置されている埋め込み層であり、
　－　前記半導体積層体（２００）が、格子構造を有する半導体材料を備えており、
　－　前記ドーパントおよび前記共ドーパントのうち選択される一方が電子受容体であり
、他方が電子供与体であり、
　－　前記共ドーパントが、前記半導体材料に結合している、もしくは、格子間位置に配
置されている、またはその両方であり、
　－　前記共ドーパントの少なくとも一部分が前記ドーパントとの結合複合体を形成して
いない、
　オプトエレクトロニクス半導体チップ。
【請求項１４】
　－　ドープされた前記機能層（７）が２層のさらなる機能層（３，８）の間に配置され
ている、
　請求項１３に記載の半導体チップ。
【請求項１５】
　－　前記ドーパントがマグネシウムを備えており、前記共ドーパントが水素を備えてい
る、
　請求項１３または１４に記載の半導体チップ。
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